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Sj-l-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanp6p-6riksaan ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.
xesemuffiwab dalam Bahasa MaIays ia .
t. (a)
(b)
Huraikan secara ringkas termometer rintangan
Iogam. Tunjukkan suhu l-awan rintangan bagi
termometer ini. Mengapakah termometer ini
tidak bol-eh digunakan pada suhu rendah?
( 50 markah)
Terangkan dengan suatu gambarajah rekabentuk
bagi suatu kriostat Hel-ium yang mudah.
3.
( 50 markah)
Bincangkan Kaedah Serbuk Sinar-X. Bandj-ngkan
kelebihan dan kelemahan pengumpulan data dengan
menggunakan kamera dan difraktometer bagi sampel
serbuk.
Berapa jenis kamera kaedah serbuk sinar-X?
Jelaskan prinsip-prinsip operasi sesuatu difrakto-
meter serbuk sinar-X.
( 100 markah)
(a) Terangkan operasi
(i) pam resapan
( ii ) pam ion
30 markah)
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(b)
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Bincangkan teknik penyejatan vakum menggunakan
alur elektron untuk menghasilkan filem nipis
semi-konduktor di atas suatu substrat. Masukkan
aspek-aspek berikut di dafam perbincangan:
(i) 4 daripada ciri-ciri bahan yang disejat-
kan dengan merujuk kepada substrat yang
digunakan.
(ii) suhu bahan yang disejatkan.
(iii) kawal-an mutu filem yang akan dihasilkan-
( 70 markah)
Terangkan kelebihan dan kekurangan penggunaan
kaedah-kaedah berikut di dalam proses fabrikasi:
(a) Pengoksidaan basah dan kering.
(b) Rintang positif dan negatif.
( c ) Penumbuhan hab]ur tunggal Czochralski dan zon
pengapungan.
( 100 markah)
Voltan jalur separas, VFB adalah penting dalam
pengukuran dan analisis C-V suatu struktur
trtos. Terangkan dengan j elas mengenai konsep
kewu j udan V'g dan bagaimana ia mempengaruhi
ciri C-V dari l4OS.
(a)
( 50 markah)
(b) Suatu struktur MOS silikon mempunyai keluasan
400 x 400 um2. Plot C-V frekuensi tinggi yang
diukur ke atas MoS j-ni pada 25oC rnenunjukkan
cmaks = 110.6 pF pada vc = +10v dan c*ir, =
36.8 pF (nilai pada keseimbangan terma) pada
VC = -5V' Tentukan:
(i) sama ada sitikon yang digunakan jenis-n
atau jenis-P.
( ii ) kapasitan oksaid per unit luas.
( iii ) vol-tan ambang bagi songsangan kuat.
( anggap Cmaks dan Cmin tidak dipengaruhi oleh
vpe)'
...3/_
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s ilikon
oksaid =
-3
.5 x 1010
16
= 10*" cm
3.45 x l0
-{cm ', ketumpatan
,e.=1.04x10-12 sa!J F/cm, q = 1.6 x
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( 50 markah)
infra merah
20 ke 800
( 50 markah)
3
6. (a)
(b)
Terangkan persamaan-persamaan yang menghubung-
kan isyarat dan spektrum dj- dal-am spektroskopijelmaan Fourier dan bagaimana isyarat disimpan
dan diproses di dalam komputer.
Jelaskan 2 kegunaanjauh ( julat nombor
1
cm -) sesuatu bahan.
- oooOooo
spektroskopi
gelombang darj-
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